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(57)【要約】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）のパッケージは、リードフ
レームと、ＬＥＤと、光反射性であるが非導電性の成形
物とを含み得る。リードフレームは、第１のリードフレ
ーム部と、該第１のリードフレーム部から電気的に絶縁
された第２のリードフレーム部とを有し得る。各リード
フレーム部が、少なくとも１つの隆起したピラーを有し
得る。成形物は、リードフレームのピラーの上を除いて
、リードフレームの上に配置され得る。ＬＥＤは、少な
くとも１つのピラー上にマウントされることができ、少
なくとも１つのピラーに電気的に結合される。成形物は
、変色を被ることなく、銀のような高度に反射性で導電
性の材料の目的を果たし得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第２のリードフレーム部から電気的に絶縁された第１のリードフレーム部を有するリー
ドフレームであり、前記第１のリードフレーム部は、前記第１のリードフレーム部の下面
より上方に隆起した第１のピラーを含み、前記第２のリードフレーム部は、前記第２のリ
ードフレーム部の下面より上方に隆起した第２のピラーを含む、リードフレームと、
　前記リードフレーム部の前記下面を覆い、且つ前記第１のピラー及び前記第２のピラー
の少なくとも一部を露出させる成形物であり、高度に光反射性且つ電気絶縁性の材料を有
する成形物と、
　前記第２のピラーのみの上に配置されたＬＥＤデバイスと、
　前記ＬＥＤデバイス上に形成された第１のコンタクトであり、第１のワイヤボンドを介
して前記第１のピラーに電気的に結合された第１のコンタクトと、
　前記ＬＥＤデバイス上に形成された第２のコンタクトであり、第２のワイヤボンドを介
して前記第２のピラーに電気的に結合された第２のコンタクトと、
　を有する発光ダイオード（ＬＥＤ）パッケージ。
【請求項２】
　前記成形物は、ウェルを形成するように整形された側壁を含む、
　請求項１に記載のＬＥＤパッケージ。
【請求項３】
　前記ウェル内に配置された封入材であり、前記ＬＥＤデバイスを物理的に保護するよう
に構成された封入材、
　を更に有する請求項２に記載のＬＥＤパッケージ。
【請求項４】
　前記第２のピラーは、前記ＬＥＤデバイスの幅よりも大きい幅を持つ、請求項１に記載
のＬＥＤパッケージ。
【請求項５】
　前記成形物はシリコーン材料を有する、請求項１に記載のＬＥＤパッケージ。
【請求項６】
　前記成形物の下並びに前記第１のピラー及び前記第２のピラーのそれぞれの露出された
表面上の双方で、前記リードフレームの上に配置されためっき金属、
　を更に有する請求項１に記載のＬＥＤパッケージ。
【請求項７】
　前記第１のピラー及び前記第２のピラーの上に配置されているが、前記成形物の下の前
記リードフレーム上には配置されていないめっき金属、
　を更に有する請求項１に記載のＬＥＤパッケージ。
【請求項８】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）パッケージを形成する方法であって、
　第２のリードフレーム部から電気的に絶縁された第１のリードフレーム部を有するリー
ドフレームを形成し、前記第１のリードフレーム部は、前記第１のリードフレーム部の下
面より上方に隆起した第１のピラーを含み、前記第２のリードフレーム部は、前記第２の
リードフレーム部の下面より上方に隆起した第２のピラーを含み、
　前記リードフレーム上及び前記リードフレームの周りに成形物を形成し、該成形物は、
前記リードフレーム部の前記下面を覆い、且つ前記第１のピラー及び前記第２のピラーの
少なくとも一部を露出させ、
　前記第２のピラーのみの上にＬＥＤデバイスをマウントし、
　前記ＬＥＤデバイスの第１のコンタクトを、第１のワイヤボンドを介して前記第１のピ
ラーに電気的に結合し、
　前記ＬＥＤデバイスの第２のコンタクトを、第２のワイヤボンドを介して前記第２のピ
ラーに電気的に結合する、
　ことを有する方法。
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【請求項９】
　前記成形物を形成することは、
　ウェルを形成するように整形された側壁を含むように前記成形物を形成する
　ことを有する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ウェル内に、前記ＬＥＤデバイスを物理的に保護するように構成された封入材を配
置する、
　ことを更に有する請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２のピラーは、前記ＬＥＤデバイスの幅よりも大きい幅を持つ、請求項８に記載
の方法。
【請求項１２】
　前記成形物はシリコーン材料を有する、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記成形物の下並びに前記第１のピラー及び前記第２のピラーの露出された表面上の双
方で、前記リードフレームの上に金属をめっきする、
　ことを更に有する請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記成形物の下の前記リードフレーム上にはなしで、前記第１のピラー及び前記第２の
ピラーの上に金属をめっきする、
　ことを更に有する請求項８に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１７年７月１８日に出願された米国特許出願第１５／６５２，６０３号
及び２０１７年８月２日に出願された欧州特許出願第１７１８４４９８．８号の利益を主
張するものであり、それらの内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード（“ＬＥＤ”）は、電流を供給されるときに光を発するソリッドステー
トデバイスである。ＬＥＤは、様々な機能をＬＥＤに提供するために、異なる材料を組み
込んだ比較的複雑な筐体にパッケージングされている。パッケージにおいて典型的に使用
される１つのコンポーネントは、銀の層である。銀は、良好な導電性をＬＥＤ半導体デバ
イスに提供しながら、例えば適切な波長にある光の高反射及び反射などの良好な光学特性
をも提供する。しかしながら、銀は、封入材料によって覆われているときであっても、変
色を被る。
【発明の概要】
【０００３】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）パッケージは、第２のリードフレーム部から電気的に絶縁さ
れた第１のリードフレーム部を有するリードフレームを含み得る。第１のリードフレーム
部は、第１のリードフレーム部の下面より上方に隆起した第１のピラーを含み得る。第２
のリードフレーム部は、第２のリードフレーム部の下面より上方に隆起した第２のピラー
を含み得る。リードフレーム部の下面を成形物が覆い得る。第１のピラー及び第２のピラ
ーの少なくとも一部は、露出されたままとし得る。成形物は、高度に光反射性且つ電気絶
縁性の材料を有し得る。第２のピラーのみの上にＬＥＤデバイスが配置され得る。ＬＥＤ
デバイス上に第１のコンタクトが形成され得る。第１のコンタクトは、第１のワイヤボン
ドを介して第１のピラーに電気的に結合され得る。ＬＥＤデバイス上に第２のコンタクト
が形成され得る。第２のコンタクトは、第２のワイヤボンドを介して第２のピラーに電気
的に結合され得る。
【図面の簡単な説明】
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【０００４】
　図中の似通った参照符号が同様の要素を指し示す添付の図面とともに例として与えられ
る以下の説明から、より詳細な理解が得られよう。
【図１】図１は、一例に従ったＬＥＤパッケージの断面図である。
【図２】図２及び３は、例に従ったＬＥＤパッケージの他の構成を示している。
【図３】図２及び３は、例に従ったＬＥＤパッケージの他の構成を示している。
【図４】図４－８は、一例に従ったＬＥＤパッケージの分解図、及びそれを製造する方法
を示している。
【図５】図４－８は、一例に従ったＬＥＤパッケージの分解図、及びそれを製造する方法
を示している。
【図６】図４－８は、一例に従ったＬＥＤパッケージの分解図、及びそれを製造する方法
を示している。
【図７】図４－８は、一例に従ったＬＥＤパッケージの分解図、及びそれを製造する方法
を示している。
【図８】図４－８は、一例に従ったＬＥＤパッケージの分解図、及びそれを製造する方法
を示している。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　以下、添付の図面を参照して、複数の異なる発光ダイオード（“ＬＥＤ”）実装の例が
いっそう十分に説明される。これらの例は、相互に排他的なものではなく、更なる実装を
達成するために、１つの例に見られる特徴を、１つ以上の他の例に見られる特徴と組み合
わせることができる。従って、理解されることには、添付の図面に示される例は、単に例
示の目的で提供されており、それらは決して本開示を限定することを意図していない。全
体を通して、同様の要素は似通った符号で参照する。
【０００６】
　理解されることには、様々な要素を記述するために、ここでは第１、第２などの用語が
使用されることがあるが、それらの要素はこれらの用語によって限定されるべきでない。
これらの用語は、単に、１つの要素を別の要素から区別するために使用される。例えば、
本明細書の範囲から逸脱することなく、第１の要素が第２の要素と称されてもよく、同様
に、第２の要素が第１の要素と称されてもよい。ここで使用されるとき、用語“及び／又
は”は、関連して列挙されるアイテムのうちの１つ以上のアイテムの任意の及び全ての組
み合わせを含む。
【０００７】
　理解されることには、例えば層、領域、又は基板などの要素が他の要素の“上に”ある
又は“上へと”延在するとして言及されるとき、それが直に他の要素の上にある又は直に
その上へと延在してもよいし、あるいは、介在する要素も存在してもよい。対照的に、或
る要素が他の要素の“直上に”ある又は“直に上へと”延在するとして言及されるときに
は、介在する要素は存在しない。これまた理解されることには、或る要素が他の要素に“
接続される”又は“結合される”として言及されるとき、それは直に他の要素に接続又は
結合されてもよいし、あるいは、介在する要素が存在してもよい。対照的に、或る要素が
他の要素に“直に接続される”又は“直に結合される”として言及されるときには、介在
する要素は存在しない。理解されることには、これらの用語は、図に描かれる向きに加え
て、異なる向きの要素を包含することが意図される。
【０００８】
　ここでは、図に示されるときの、１つの要素、層又は領域と別の要素、層又は領域との
関係を記述するために、例えば“下方”又は“上方”又は“上側”又は“下側”又は“水
平”又は“鉛直”などの相対的な用語が使用されることがある。理解されることには、こ
れらの用語は、図に描かれる向きに加えて、異なる向きのデバイスを包含することが意図
される。
【０００９】
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　銀は、例えば反射率などの良好な光学品質を持ちながらも、環境因子によって変色され
やすいものであり、ここに、銀の使用の必要性を減らす物理特性を備えたパッケージが提
供される。より具体的には、銀は、特に中心市街地又は工業地帯における汚染された大気
中に見出され得るものである例えば硫化水素、ハロゲン、酸素、水蒸気、亜酸化窒素、二
酸化硫黄、及びオゾンなどの物質に対して高い親和性を持つ。これらの物質は、黒色の硫
化銀又は暗黄色の酸化銀の形成（銀変色として知られる）をもたらし得るものであり、そ
れが、銀の反射率を有意且つ急速に低下させてしまい得る。
【００１０】
　このパッケージは、金属リードフレームと、少なくとも部分的に該リードフレームの上
に配置されて、発光ダイオード（“ＬＥＤ”）コンポーネントが配置されるウェルを形成
する成形材料と、ウェル内に配置される封入材料とを含む。金属リードフレームはピラー
を含み、ピラーの上にＬＥＤ又は他のコンポーネントが配置され、且つ／或いは、ピラー
は、リードフレームとウェル内のコンポーネントとを含む電気回路を形成するための電気
接点として機能する。ピラー以外のリードフレームの領域は、光反射性である成形物によ
って覆われる。ウェル内の成形材料の頂面が、ピラーの頂面（又は、ピラーの上に形成さ
れた例えばめっき金属層などの追加の層の頂面）と同一平面（又は、ほぼ同一平面）にさ
れて、単一の面一の、ウェルの底面を形成する。成形材料は、ＬＥＤからの光を反射する
高反射性の材料であり、良好な光学特性をＬＥＤパッケージに提供する。隆起したピラー
を有するリードフレーム構成は、より従来的な銀のような材料がＬＥＤパッケージに使用
されないこと、又はより少ししかＬＥＤパッケージに使用されないことを可能にし、それ
が銀変色問題を軽減する。より具体的には、従来の設計では、銀がウェルの底面の大部分
を覆うことになり、それ故に変色を被ってＬＥＤパッケージの光学特性を低下させること
になるが、本開示のパッケージでは、露出された表面が実質的に銀を欠いており、銀変色
を被ることのない反射成形材料によって反射性が提供される。
【００１１】
　図１は、一例に従ったパッケージ１００（１）の断面図である。パッケージ１００は、
第１のリードフレーム部１０４（ａ）と第２のリードフレーム部１０４（ｂ）とを含むリ
ードフレーム１０２を含んでおり、第１のリードフレーム部１０４（ａ）は、第２のリー
ドフレーム部１０４（ｂ）から電気的に絶縁されている。リードフレーム１０２のこれら
異なるリードフレーム部１０４が、パッケージ１００内のコンポーネントとパッケージの
外部のコンポーネントとの間の電気結合を提供する。例えば、ＬＥＤデバイス１１２が回
路に統合されるように、１つのリードフレーム部１０４が、ＬＥＤデバイス１１２の１つ
の端子と１つの外部ワイヤとに結合され、別の１つのリードフレーム部１０４が、ＬＥＤ
デバイス１１２の別の端子と別の外部ワイヤとに結合される。例えばＬＥＤ１１２などの
様々なコンポーネントをリードフレーム１０２に電気的に結合するために、第１のリード
フレーム部１０４（ａ）及び第２のリードフレーム部１０４（ｂ）の上に金属めっき層１
０６が配置される。従来の設計では、めっき層が導電体及び光反射器の双方としての二重
の責務を果たし得るように、めっき層は銀からなるが、本開示においては、ＬＥＤパッケ
ージ１００の反射性が成形材料１２０によって提供されるので、金属めっき層１０６は銀
である必要はない。金属めっき層１０６は、銀以外の技術的に実現可能な材料であっても
よいし、銀であってもよい。
【００１２】
　リードフレーム１０２は、リードフレーム１０２の下面１１０の上方に延びる２つの隆
起部分すなわち“ピラー”１０８を有している。ピラー１０８は、ウェル１１４内の電気
コンポーネント（例えばＬＥＤ１１２など）のための電気接点を提供する働きをする。ウ
ェル１１４は、成形コンパウンドからなる成形物１２０の側壁１１８によって形成される
。ＬＥＤ１１２は、ピラー１０８のうちの一方上に配置され、ワイヤボンド１１６を介し
て、第２のリードフレーム部１０４（ｂ）のピラー１０８に電気的に結合される。ＬＥＤ
１１２はまた、導電コンタクト１１３を介して、第１のリードフレーム部１０４（ａ）の
ピラー１０８に電気的に結合される。これらのピラー１０８は、例えばリードフレーム１
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０２上に置かれる露出金属の量を最小化しながら、ウェル１１４内のコンポーネントとリ
ードフレーム１０２との間に電気接続が形成されることを可能にする。封入材１２２が、
ウェル１１４内のコンポーネントを覆って配置され、ウェル１１４の空間を充填している
。
【００１３】
　従来のリードフレーム設計では、リードフレームの２つ（又はそれより多く）の電気的
に絶縁された部分が、リードフレームへの電気結合と、良好な色特性の反射光を有する高
い光反射率との双方を提供する例えば銀などの金属材料でめっきされる。従来の設計では
、特に良好な導電性且つ光反射性の材料として、銀が使用されることが非常に多い。しか
しながら、上述したように、銀は、封入材料によって覆われていても変色を被る。本開示
のピラー１０８を有するリードフレーム１０２は、リードフレーム１０２へのウェル１１
４内のコンポーネントの電気接続を可能にしながら、ウェル１１４の最底面（この最底面
を“盆地１２４”とも呼ぶ）の大部分が、銀を有するのではなく、代わりに、高度に光反
射性の非導電性の材料を有することを可能にする機能を提供する。なお、盆地１２４は、
金属層１０６の最頂面と、ウェル１１４の底にある成形物１２０の最頂面とで構成される
。面一の表面であるとして図示されているが、盆地１２４の様々な部分が僅かに又はかな
り起伏していてもよい。
【００１４】
　図２及び３は、例に従ったパッケージ１００の他の構成を示している。より具体的には
、図２は、ＬＥＤ１１２が２つのワイヤボンド１１６を介してリードフレーム１０２に結
合されるパッケージ１００（２）を示しており、図３は、ＬＥＤ１１２の底面の２つのコ
ンタクト１１９がＬＥＤ１１２をリードフレーム１０２に結合するパッケージ１００（３
）を示している。図２は、他の一例に従ったパッケージ１００（２）の断面図である。パ
ッケージ１００（２）は、以下を除いてパッケージ１００（１）と同様であり、すなわち
、パッケージ１００（２）では、ＬＥＤ１１２の底面のコンタクト１１３と単一のワイヤ
ボンド１１６とを介しての代わりに、２つのワイヤボンド１１６（これらはコンタクト１
１７を介してＬＥＤ１１２に結合される）を介してＬＥＤ１１２がリードフレーム１０２
に結合されることを除いて同様である。ＬＥＤ１１２は、ピラー１０８上にマウントされ
ているが、ＬＥＤ１１２の底面を介したピラーへの電気結合を有しない。図３は、更なる
他の一例に従ったパッケージ１００（３）の断面図である。パッケージ１００（３）では
、ＬＥＤ１１２が、ワイヤボンド１１６なしで、２つのコンタクト１１９を介してリード
フレーム１０２に結合されている。ＬＥＤ１１２が２つのリードフレーム部１０４の真上
にあるときに２つのコンタクト１１９が２つのリードフレーム部１０４に結合されること
を可能にするように、ＬＥＤ１１２は、図示の両方のリードフレーム部１０４の上にマウ
ントされている。
【００１５】
　ウェル１１４内のコンポーネントの特定の構成が示されているが、理解されるべきこと
には、図示されていない様々な構成が本開示の教示の範囲内にある。盆地１２４の構成は
、ピラー１０８の形状、サイズ、及び数に依存して変化する。様々な実施形態において、
盆地１２４は、例えば成形材料１２０の材料など、ほとんどが非導電性材料である。この
ような実施態様において、盆地１２４は、５０％が非導電性材料であり、８５％が非導電
性材料であり、又は９５％が非導電性材料である。非導電性材料ではない盆地１２４の部
分は、リードフレーム１０２及び／又は金属層１０６の導電性材料を有する。
【００１６】
　上で示した例のパッケージ１００において、成形物１２０は高反射性の材料を有する。
例えば、成形物１２０は、以下に限定されないが例えば熱硬化性ポリシロキサン及びその
誘導体化合物などの、熱的、機械的、電気的、及び光化学的に高い安定性を持つシリコー
ン成形コンパウンドを有する。様々な実施形態において、成形物１２０は、例えばプラス
チック、熱硬化性材料、熱可塑性材料、ポリマー、エポキシポリマー樹脂、シリコーンベ
ースの複合材料、複合成形コンパウンドシリコーン、ポリシクロヘキシレン、ポリシクロ
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ヘキシレンテレフタレート、エポキシ成形コンパウンド、液晶ポリマー、これらの混合物
、又は他の好適材料などの、電気絶縁材料から形成される。成形物１２０を形成する材料
は、例えば有機材料又は無機材料などのフィラーを含んでもよい。フィラーは、ＬＥＤデ
バイスの適用条件下での材料の完全性及び信頼性を改善するために、及び成形物１２０の
所望の光反射率を達成するために、成形物１２０の材料の物理特性を調節し得る。成形物
１２０に使用される材料は、耐久性があり、実質的に黄変せず、機械的に好適であり、適
切な製造プロセスと適合性があり、且つ高反射性である。好ましくは、成形物１２０は、
リードフレーム１０２と同等の熱膨張係数を有し、ここで、“同等”とは、熱膨張係数が
互いの１０％以内にあることを意味する。成形物１２０のための特定の可能な材料が上で
列挙されているが、如何なる好適材料が使用されてもよい。
【００１７】
　リードフレーム１０２の頂面を覆って配置された金属めっき層１０６が示されているが
、様々な例において、金属めっき層１０６は、例えばピラー１０８の上など、リードフレ
ーム１０２の頂面の一部のみの上に配置される。さらに、金属めっき層１０６は、任意の
導電材料とし得る。一部の実施形態において、盆地１２４を形成する金属めっき１０６及
び成形物１２０はどちらも、高温で安定であり、高ドーズの短波長（青色及びＵＶ）光で
安定であり、且つ、例えば硫黄及び／又はその化合物、塩素及び／又はその化合物、窒素
酸化物、オゾン、水蒸気、酸素、及びＬＥＤ１１２の意図した用途の環境内の他の汚染物
質などの腐食性ガスに対して不活性である材料である。パッケージ例１００におけるリー
ドフレーム１０２は、図１及び図２のワイヤボンド１１６又は図３のコンタクト１１９に
対する適合性、並びにリードフレーム１０２の母材への保護を提供するために、頂面を覆
って配置された金属層１０６を有するとして示されている。一部の実施形態において、例
えば、そのような適合性及び／又は保護が必要とされないときには、このような金属層１
０６は存在しない。
【００１８】
　リードフレームは、ピラー１０８を含めて、導電材料を有する。導電材料は、例えば、
銅、銀、金、ニッケル、パラジウムなどの金属、これらの組み合わせ、これらの合金、同
じ若しくは異なる金属の多層スタック、又は他の好適材料とし得る。
【００１９】
　一部の実施形態ではワイヤボンドが示されているが、ＬＥＤ１１２をリードフレーム１
０２に電気的に接続するための如何なる好適構成が使用されてもよい。例えば、図示され
たパッケージ１００のいずれかにおいて、ワイヤボンドの代わりに、（１つ以上の）金属
ブリッジ、はんだ、導電性エポキシ、又は他の好適な接続が使用されてもよい。
【００２０】
　上述のように、図１－３において、成形物１２０は、様々なコンポーネントが配置され
るウェル１１４を形成している。他の実施形態では、ウェル１１４を形成することなく、
リードフレーム部１０４の相対位置を構造的に固定するのに十分なだけの、成形物１２０
を形成する材料が使用される。他の実施形態では、成形物１２０は、例えば、ＬＥＤ１１
２、（１つ以上の）ワイヤボンド１１６（存在する場合）、又はウェル１１４内の他のコ
ンポーネントを収容するのに十分な深さだけの、浅い側壁１１８を持つウェル１１４を形
成する。
【００２１】
　ウェル１１４内に配置された封入材１２２が示されている。一部の実施形態において、
封入材１２２は、ＬＥＤ１１２及び例えば存在する場合のワイヤボンドなどのウェル１４
４内の他のコンポーネントを保護する透明材料を有する。一部の実施形態において、封入
材１２２は、例えば、波長変換材料、封入材１２２の熱性能を向上させる材料、光散乱を
発生又は低減させる材料、フィルタとして作用する材料、又は他の好適材料などの材料を
含む。
【００２２】
　ＬＥＤ１１２が記載されているが、様々な実施形態において、ＬＥＤ１１２は、例えば
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レーザダイオードなどの他のタイプの発光デバイスで置き換えられてもよく、また、例え
ば他のＩＩＩ－Ｖ族材料、ＩＩＩ族リン化物、ＩＩＩ族ヒ化物、ＩＩ－ＶＩ族材料、Ｚｎ
Ｏ、又はＳｉ系材料などの、他の材料系からなる半導体発光デバイスが使用されてもよい
。発光デバイス及び波長変換材料からの組み合わされた光が、白色又は所与の用途に必要
な他の色に見えるように、青色又はＵＶを発する発光デバイスが、異なる色の光を生成す
るように１つ以上の波長変換材料と組み合わされることが多い。
【００２３】
　図４－８は、図１のパッケージ１００（１）を形成する方法を示しており、また、それ
とともに、図１のパッケージ１００（１）の分解図を示している。理解されるべきことに
は、明瞭さのために、一部のコンポーネントが図４－８に示される眺めから省かれている
。例えば、金属層１０６は示されていない。
【００２４】
　図４にて、リードフレーム１０２が形成される。成形物１２０を形成した後に露出され
るものであるリードフレーム１０２のポスト１０８が、成形物１２０が形成されたときに
成形物１２０によって覆われるものであるリードフレーム１０２の他の部分よりも高い高
さにある。リードフレームは、例えば、成形、折り畳み、型抜き、打ち抜き、エッチング
、又は他の好適技術によって金属シートを整形することによって形成され得る。リードフ
レーム１０２を形成した後に、例えば、リードフレーム１０２の表面全体に、又は成形物
１２０を形成した後に露出されるリードフレームの部分などの特定の位置のみに、金属層
１０６（図示せず）が形成され得る。金属層１０６は、めっき、スパッタリング、蒸着、
又は他の好適技術によって形成され得る。
【００２５】
　図５にて、リードフレーム１０２上及びその周りに成形物１２０が形成される。成形物
１２０は、例えば、成形、射出成形、トランスファー成形、又は他の好適技術によって形
成され得る。成形物１２０は、後述の図８にて形成される封入材１２２を包囲するのに適
したウェル１１４を形成する側壁１１８を形成するように整形され得る。絶縁体１２０を
形成した後には、例えばピラー１０８などのリードフレーム１０２の一部のみが露出され
ている。リードフレーム１０２の他の部分は、成形物１２０によって覆われている。ピラ
ー１０８ではない、ウェル１１４の底面（“盆地”）１２４の大部分が、成形物１２０に
よって覆われている。成形物１２０を形成した後、最終的なデバイスにおいて成形物１２
０によって覆われるべきでない領域（例えばピラー１０８など）を露出させるために、他
の処理工程が行われてもよい。好適な処理工程は、ウェット又はドライビーズブラスト、
化学エッチング、電気分解、又はピラー１０８の表面を洗浄するための他の好適技術を含
む。このような洗浄の後に、ピラー１０８上に、例えば銀、金、ニッケル、パラジウム、
又は他の好適材料などの他の金属層が堆積されてもよい。
【００２６】
　図６にて、露出されたリードフレームのピラー１０８に、ＬＥＤ１１２、及び例えば静
電放電保護チップ若しくは他の好適コンポーネントなどの他のコンポーネントが取り付け
られる。ＬＥＤ１１２及び他のコンポーネントは、例えば、はんだ付け又は他の好適技術
によって取り付けられ得る。
【００２７】
　図７にて、使用される場合に、１つ以上のワイヤボンド１１６が形成される。ＬＥＤ１
１２とピラー１０８との間の電気接続を提供するために、ワイヤボンド１１６に加えて、
あるいは代えて、他の電気接続が形成されてもよい。
【００２８】
　図８にて、ウェル１１４内に、ＬＥＤ１１２を覆って封入材１２２が配置される。封入
材１２２は、例えば、成形、ディスペンス、又は他の好適技術によって形成され得る。一
部の実施形態において、封入材１２２は、液体又はゲルの形態でウェル１１４内に配置さ
れ、次いで固体へと硬化される。封入材１２２は、ＬＥＤチップによって発せられた光を
他の色の光に変換する波長変換材料を含んでもよい。ＬＥＤチップからの光と波長変換材
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【００２９】
　図１－８に示したデバイスは、又は上述のデバイスのいずれも、例えば一般照明、ディ
スプレイ用のバックライト、又は特殊照明用途などの好適な用途で使用されることができ
る。一部の実施形態において、上述のデバイスは携帯電話に組み込まれ得る。
【００３０】
　実施形態を詳細に説明してきたが、当業者が理解することには、本開示を所与として、
ここに記載された発明概念の精神から逸脱することなく変更が為され得る。特に、ここに
記載された異なるデバイスの異なる機構及びコンポーネントが他のデバイスのいずれかで
使用されてもよいし、あるいは、デバイスのいずれから機構及びコンポーネントが省略さ
れてもよい。１つの実施形態の文脈で記述された構造の特徴がいずれの実施形態にも適用
可能であることがある。従って、説明の範囲が、図示して記述した特定の実施形態に限定
されるという意図はない。
【００３１】
　機構及び要素が特定の組み合わせで上述されているが、当業者が理解することには、各
々の機構又は要素が、単独で、あるいは他の機構及び要素との組み合わせで使用されるこ
とができる。また、ここに記載された方法は、コンピュータ又はプロセッサによる実行の
ためにコンピュータ読み取り可能媒体に組み込まれたコンピュータプログラム、ソフトウ
ェア、又はファームウェアにて実装され得る。コンピュータ読み取り可能媒体の例は、電
子信号（有線又は無線の接続上で伝送される）及びコンピュータ読み取り可能記憶媒体を
含む。コンピュータ読み取り可能記憶媒体の例は、以下に限られないが、読み出し専用メ
モリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、レジスタ、キャッシュメモリ、半
導体メモリデバイス、例えば内蔵ハードディスク及びリムーバブルディスクなどの磁気媒
体、光磁気媒体、並びに、例えばＣＤ－ＲＯＭディスク及びデジタル多用途ディスク（Ｄ
ＶＤ）などの光媒体を含む。
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年3月19日(2020.3.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リードフレームの第１の部分であり、第１の表面と側壁とを持つ単一の第１のピラーを
有する第１の部分と、
　前記第１の部分から電気的に絶縁された前記リードフレームの第２の部分であり、第２
の表面と側壁とを持つ第２のピラーを有する第２の部分と、
　前記第１の部分及び前記第２の部分上の、光反射性且つ電気絶縁性の材料を有する成形
物であり、前記第１のピラーの前記側壁及び前記第２のピラーの前記側壁に隣接した成形
物と、
　前記第１の表面上のＬＥＤデバイスと、
　前記ＬＥＤデバイスを前記第１の表面に電気的に結合する第１のワイヤボンドと、
　前記ＬＥＤデバイスを前記第２の表面に電気的に結合する第２のワイヤボンドと、
　を有する発光ダイオード（ＬＥＤ）パッケージ。
【請求項２】
　前記成形物は、ウェルを形成するように整形された側壁を有する、
　請求項１に記載のＬＥＤパッケージ。
【請求項３】
　前記ウェル内の封入材であり、前記ＬＥＤデバイスを物理的に保護するように構成され
た封入材、
　を更に有する請求項２に記載のＬＥＤパッケージ。
【請求項４】
　前記第１のピラーは、前記ＬＥＤデバイスの幅よりも大きい幅を持つ、請求項１に記載
のＬＥＤパッケージ。
【請求項５】
　前記成形物はシリコーン材料を有する、請求項１に記載のＬＥＤパッケージ。
【請求項６】
　前記リードフレームと前記成形物との間及び前記リードフレームと前記ＬＥＤデバイス
との間のめっき金属層、
　を更に有する請求項１に記載のＬＥＤパッケージ。
【請求項７】
　前記第１のピラーと前記ＬＥＤデバイス及び前記成形物との間並びに前記第２のピラー
と前記成形物との間のめっき金属層、
　を更に有する請求項１に記載のＬＥＤパッケージ。
【請求項８】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）パッケージを形成する方法であって、
　リードフレームの第１の部分を形成し、該第１の部分は、第１の表面と側壁とを持つ単
一の第１のピラーを有し、
　前記リードフレームの第２の部分を形成し、該第２の部分は、前記第１の部分から電気
的に絶縁され、該第２の部分は、第２の表面と側壁とを持つ第２のピラーを有し、
　前記第１の部分及び前記第２の部分上に成形物を形成し、該成形物は、前記第１のピラ
ーの前記側壁及び前記第２のピラーの前記側壁に隣接し、
　前記第１の表面上にＬＥＤデバイスを形成し、
　前記ＬＥＤデバイスを前記第１の表面に電気的に結合する第１のワイヤボンドを形成し
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、
　前記ＬＥＤデバイスを前記第２の表面に電気的に結合する第２のワイヤボンドを形成す
る、
　ことを有する方法。
【請求項９】
　前記成形物を形成することは、
　ウェルを形成するように整形された側壁を形成する
　ことを有する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ウェル内に封入材を形成する、
　ことを更に有する請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１の表面は、前記ＬＥＤデバイスの幅よりも大きい幅を持つ、請求項８に記載の
方法。
【請求項１２】
　前記成形物はシリコーン材料を有する、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記リードフレームと前記成形物との間及び前記リードフレームと前記ＬＥＤデバイス
との間のめっき金属層を形成する、
　ことを更に有する請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１のピラーと前記ＬＥＤデバイス及び前記成形物との間並びに前記第２のピラー
と前記成形物との間のめっき金属層を形成する、
　ことを更に有する請求項８に記載の方法。
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